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摘要(译)

在某些实施例中，制造适合于转印（例如，微转印）的半导体结构的方
法包括提供支撑衬底，以及在支撑衬底上设置和处理一个或多个半导体
层以制造完整的半导体器件。图案化的剥离层和任选的覆盖层设置在完
成的半导体器件上或上方，并且图案化的剥离层或覆盖层（如果存在的
话）通过粘合层粘合到处理衬底上。移除支撑衬底以暴露完成的半导体
器件，并且在一些实施例中，移除图案化的释放层的一部分。在一些实
施例中，形成进入路径以暴露图案化释放层的一部分。在一些实施例
中，蚀刻释放层，并且完成的半导体器件将印刷（例如，微转移印刷）
从处理衬底转移到目标衬底。
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